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【はじめに】III-V 族化合物半導体を用いた多接合太陽電池は、その変換効率の高さから電気自動

車や無人飛行機などへの新規応用が期待されているが、製造コストおよびスループットが問題と

されている。そこで我々は安価な金属原料を用いて高速に成膜することが可能なハイドライド気

相成長(HVPE)法を用いた太陽電池の作製に取り組んでおり、InGaP/GaAs の 2 接合セルにおいて

21.8%の変換効率を得ている[1]。一方で、低コスト化においては基板の再利用が必要であり

Al(Ga)Asをリリース層としたエピタキシャルリフトオフ(ELO)が要求される。前回、我々は AlCl3

を用いることで HVPE法でも AlInGaPの結晶成長が可能であることを示した[2]。今回は同手法に

おいて AlAsの結晶成長を行い、ELO を検証したので報告する。 

【実験と結果】HVPE法を用いて、(111)Bへ 4傾斜した GaAs(100)基板上に GaAsバッファ層を成

長した後、50 nm厚の AlAs層を成膜した。その後、2000 nm厚の GaAsを成膜した。成膜時の基

板温度は 660C とし、III族原料は Ga金属を 860C、Al金属を 500Cに加熱して HClガスと反応

させることで GaCl および AlCl3として供給した。AlAs の成長時は、Al 原料に流す HClガス流量

を 6 sccmとし、V 族原料には AsH3を 10 sccmを用いた。また、AlCl3の H2キャリアガス流量は 5 

slmとした。Fig. 1 は原子間力顕微鏡 (AFM)で測定した試料最表面のモフォロジーを示している。

AlAs上でも GaAsがステップを形成しており、RMS は 0.54 nmと良好な平坦性が得られた。Fig. 2

は HF を用いて ELO を実施した後の GaAs のエピタキシャル膜と基板を示している。エピタキシ

ャル膜はフレキシブルフィルムに転写できており、本結果は HVPE 法によって成長された GaAs

エピタキシャル膜においても ELOが可能であることを世界で初めて実証した。 
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Fig. 1 AFM image of 2 m-thick 

GaAs grown on AlAs. 

Fig. 2 Photographs of 2 m-thick GaAs epitaxial layer 

and substrate after ELO. 
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